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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成24年3月15日(2012.3.15)

【公表番号】特表2012-502481(P2012-502481A)
【公表日】平成24年1月26日(2012.1.26)
【年通号数】公開・登録公報2012-004
【出願番号】特願2011-526196(P2011-526196)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｇ   4/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｇ   4/33     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｇ   4/12    ４１５　
   Ｈ０１Ｇ   4/06    １０１　
   Ｈ０１Ｇ   4/12    ４１８　
   Ｈ０１Ｇ   4/12    ４２７　
   Ｈ０１Ｇ   4/12    ４２４　

【手続補正書】
【提出日】平成24年1月25日(2012.1.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属箔から形成された第１電極と、
　前記金属箔の上に形成された半導体の多孔質セラミック本体と、
　前記多孔質セラミック本体の上に形成された誘電体層と、
　前記誘電体層上に設けられ、前記多孔質セラミック本体の少なくとも一部に充填されて
第２電極を形成する導電性媒質、を備えた、
ことを特徴とするバルクコンデンサ。
【請求項２】
　前記多孔質セラミック本体をカプセル化する導電性金属層、をさらに備えた、
ことを特徴とする請求項１記載のバルクコンデンサ。
【請求項３】
　前記金属箔と前記多孔質セラミック本体との間に形成された半導体セラミック層、をさ
らに備えた、
ことを特徴とする請求項１記載のバルクコンデンサ。
【請求項４】
　前記金属箔は、幾何学的外形形状を有する、
ことを特徴とする請求項１記載のバルクコンデンサ。
【請求項５】
　前記導電性媒質は、導電性ポリマーを含む、
ことを特徴とする請求項１記載のバルクコンデンサ。
【請求項６】
　前記多孔質セラミック本体と前記誘電体層との組み合わせにより、５００～５００００
の誘電率（Ｋ）を有することを特徴とする請求項１記載のバルクコンデンサ。
【請求項７】
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　前記誘電体層は、前記多孔質セラミック本体および前記金属箔の上に形成されている、
ことを特徴とする請求項１記載のバルクコンデンサ。
【請求項８】
　金属箔を含む第１電極の上に半導体の多孔質セラミック本体を形成する工程と、
　前記多孔質セラミック本体を酸化処理して誘電体層を形成する工程と、
　前記誘電体層上に導電性媒質を設け、前記多孔質セラミック本体に当該導電性媒質を充
填して第２電極を形成する工程、を有する、
ことを特徴とするバルクコンデンサの製造方法。
【請求項９】
　前記多孔質セラミック本体を導電性金属層でカプセル化する工程、をさらに有する、
ことを特徴とする請求項８記載のバルクコンデンサの製造方法。
【請求項１０】
　前記金属箔と前記多孔質セラミック本体の間に半導体セラミック層を形成する工程、を
さらに有する、
ことを特徴とする請求項８記載のバルクコンデンサの製造方法。
【請求項１１】
　前記金属箔を幾何学的外形形状にする工程、をさらに有する、
ことを特徴とする請求項８記載のバルクコンデンサの製造方法。
【請求項１２】
　前記酸化処理は、熱的に行われる、
ことを特徴とする請求項８記載のバルクコンデンサの製造方法。
【請求項１３】
　前記酸化処理は、電気化学的に行われる、
ことを特徴とする請求項８記載のバルクコンデンサの製造方法。
【請求項１４】
　前記導電性媒質は、導電性ポリマーを含む、
ことを特徴とする請求項８記載のバルクコンデンサの製造方法。
【請求項１５】
　前記多孔質セラミック本体と前記誘電体層との組み合わせにより、５００～５００００
の誘電率（Ｋ）を有することを特徴とする請求項８記載のバルクコンデンサの製造方法。
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